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  RESUME  

La thermoélectricité convertit fiablement l’énergie thermique en énergie électrique de manière directe, 

silencieusement et sans vibrations. Dans le contexte des réserves limitées en énergies fossiles, de l’effet de 

serre et de besoin énergétiques mondiaux en hausse, la récupération d’énergie thermique dissipée peut être 

une solution d'appoint. Un bon matériau thermoélectrique intègre des propriétés antagonistes : haute 

conductivité électrique () et faible conductivité thermique (). La thermoélectricité conventionnelle utilise 

des matériaux nocifs, complexes, coûteux et incompatible avec des techniques de fabrication massive ex. 

CMOS rendant la thermoélectricité peu populaire sur le marché. 

En revanche, les matériaux CMOS, à savoir le silicium (Si), le germanium (Ge) et le silicium-germanium 

(SixGe1-x), sont simples, facilement approvisionnables et industriellement compatibles. Ils offrent une 

excellente conductivité électrique ()  mais leur utilisation dans la thermoélectricité est limitée par une 

conductivité thermique () trop élevée. Les progrès récents dans les domaines de micro et nano-fabrication 

permettent de réduire  sans affecter . Cela permet de fabriquer des générateurs thermoélectriques (TEG) 

compatibles CMOS, tout en gardant une production massive réduisant le coût. 

Les simulations présentées placent Si, Ge et SixGe1-x dans une position compétitive par rapport aux 

matériaux thermoélectriques conventionnels, à condition de réduire substantiellement . Une réduction  de 

la conductivité thermique d'un facteur 3 a été expérimentalement démontrée dans des membranes de Si 

intégrées au sein d'une plateforme micrométrique conçue, fabriquée et caractérisée dans le cadre de cette 

thèse. 

Thermoélectricité non-conventionnelle basée 
sur les technologies silicium en film minces 

 


